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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月10日(2009.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸素濃度が１．０×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以下であるシリコン基板と、該基板の少な
くとも一方の面にシリコンエピタキシャル層を有する、熱処理評価用ウェーハ。
【請求項２】
前記シリコンエピタキシャル層の厚さは１～１０μｍの範囲である、請求項１に記載の熱
処理評価用ウェーハ。
【請求項３】
前記シリコン基板は、４～２０Ω・ｃｍの範囲の抵抗値を有する、請求項１または２に記
載の熱処理評価用ウェーハ。
【請求項４】
前記シリコンエピタキシャル層は、６～１０Ω・ｃｍの範囲の抵抗値を有する、請求項１
～３のいずれか１項に記載の熱処理評価用ウェーハ。
【請求項５】
前記シリコン基板は、前記シリコンエピタキシャル層の抵抗値より高い抵抗値を有する、
請求項１～４のいずれか１項に記載の熱処理評価用ウェーハ。
【請求項６】
前記シリコン基板およびシリコンエピタキシャル層は、ホウ素がドープされている、請求
項１～５のいずれか１項に記載の熱処理評価用ウェーハ。
【請求項７】
前記シリコン基板は、前記シリコンエピタキシャル層を鏡面加工された面上に有する、請
求項１～６のいずれか１項に記載の熱処理評価用ウェーハ。
【請求項８】
前記熱処理評価は、半導体ウェーハ製造工程中の熱処理における半導体ウェーハに対する
金属汚染の有無および／または程度の評価である、請求項１～７のいずれか１項に記載の
熱処理評価用ウェーハ。
【請求項９】
前記金属は、Ｃｕおよび／またはＮｉである、請求項８に記載の熱処理評価用ウェーハ。
【請求項１０】
請求項１～９のいずれか１項に記載のウェーハを、評価対象の熱処理条件下において加熱
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し、次いで冷却するテスト熱処理工程と、
前記テスト熱処理工程後のエピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する工程と、
を含む熱処理評価方法。
【請求項１１】
前記金属成分の回収は、テスト熱処理工程においてエピタキシャル層上に形成された酸化
膜を除去した後に行われる、請求項１０に記載の熱処理評価方法。
【請求項１２】
請求項１～９のいずれか１項に記載のウェーハを、評価対象の熱処理条件下において加熱
し、次いで冷却するテスト熱処理工程と、
前記テスト熱処理工程においてエピタキシャル層上に形成された酸化膜を除去する工程と
、
前記酸化膜除去後のウェーハを所定時間放置する工程と、
前記放置後のエピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する工程と、
を含む熱処理評価方法。
【請求項１３】
請求項１～９のいずれか１項に記載のウェーハを、評価対象の熱処理条件下において加熱
し、次いで冷却するテスト熱処理工程と、
前記テスト熱処理工程においてエピタキシャル層上に形成された酸化膜を除去した後、エ
ピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する第一の分析工程と、
前記金属成分回収後のウェーハを所定時間放置する工程と、
前記放置後のエピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する第二の分析工程と、
を含む、熱処理評価方法。
【請求項１４】
第一の分析工程において分析される金属成分はＮｉであり、第二の分析工程において分析
される金属成分はＣｕである、請求項１３に記載の熱処理評価方法。
【請求項１５】
前記ウェーハの放置時間は、１２～３６時間である、請求項１２～１４のいずれか１項に
記載の熱処理評価方法。
【請求項１６】
前記金属成分の回収は、弗酸、過酸化水素水および水の混合液を用いて行われる、請求項
１１～１５のいずれか１項に記載の熱処理評価方法。
【請求項１７】
前記熱処理評価は、半導体ウェーハ製造工程中の熱処理における半導体ウェーハに対する
金属汚染の有無および／または程度の評価である、請求項１０～１６のいずれか１項に記
載の熱処理評価方法。
【請求項１８】
請求項１～９のいずれか１項に記載の熱処理評価用ウェーハを含む複数の半導体ウェーハ
を加熱炉内で熱処理し、
前記熱処理後、前記熱処理評価用ウェーハの金属汚染の有無および／または程度を評価し
、
金属汚染が目標値以下であった熱処理評価用ウェーハと同一加熱炉内で熱処理されたウェ
ーハを製品ウェーハとして出荷することを含む、半導体ウェーハの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成する手段は、以下の通りである。
[１] 酸素濃度が１．０×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以下であるシリコン基板と、該基板の
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少なくとも一方の面にシリコンエピタキシャル層を有する、熱処理評価用ウェーハ。
[２] 前記シリコンエピタキシャル層の厚さは１～１０μｍの範囲である、[１]に記載の
熱処理評価用ウェーハ。
[３] 前記シリコン基板は、４～２０Ω・ｃｍの範囲の抵抗値を有する、[１]または[２]
に記載の熱処理評価用ウェーハ。
[４] 前記シリコンエピタキシャル層は、６～１０Ω・ｃｍの範囲の抵抗値を有する、[１
]～[３]のいずれかに記載の熱処理評価用ウェーハ。
[５] 前記シリコン基板は、前記シリコンエピタキシャル層の抵抗値より高い抵抗値を有
する、[１]～[４]のいずれかに記載の熱処理評価用ウェーハ。
[６] 前記シリコン基板およびシリコンエピタキシャル層は、ホウ素がドープされている
、[１]～[５]のいずれかに記載の熱処理評価用ウェーハ。
[７] 前記シリコン基板は、前記シリコンエピタキシャル層を鏡面加工された面上に有す
る、[１]～[６]のいずれかに記載の熱処理評価用ウェーハ。
[８] 前記熱処理評価は、半導体ウェーハ製造工程中の熱処理における半導体ウェーハに
対する金属汚染の有無および／または程度の評価である、[１]～[７]のいずれかに記載の
熱処理評価用ウェーハ。
[９] 前記金属は、Ｃｕおよび／またはＮｉである、[８]に記載の熱処理評価用ウェーハ
。
[１０] [１]～[９]のいずれかに記載のウェーハを、評価対象の熱処理条件下において加
熱し、次いで冷却するテスト熱処理工程と、
前記テスト熱処理工程後のエピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する工程と、
を含む熱処理評価方法。
[１１] 前記金属成分の回収は、テスト熱処理工程においてエピタキシャル層上に形成さ
れた酸化膜を除去した後に行われる、[１０]に記載の熱処理評価方法。
[１２] [１]～[９]のいずれかに記載のウェーハを、評価対象の熱処理条件下において加
熱し、次いで冷却するテスト熱処理工程と、
前記テスト熱処理工程においてエピタキシャル層上に形成された酸化膜を除去する工程と
、
前記酸化膜除去後のウェーハを所定時間放置する工程と、
前記放置後のエピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する工程と、
を含む熱処理評価方法。
[１３] [１]～[９]のいずれかに記載のウェーハを、評価対象の熱処理条件下において加
熱し、次いで冷却するテスト熱処理工程と、
前記テスト熱処理工程においてエピタキシャル層上に形成された酸化膜を除去した後、エ
ピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する第一の分析工程と、
前記金属成分回収後のウェーハを所定時間放置する工程と、
前記放置後のエピタキシャル層表面上の金属成分を回収し分析する第二の分析工程と、
を含む、熱処理評価方法。
[１４] 第一の分析工程において分析される金属成分はＮｉであり、第二の分析工程にお
いて分析される金属成分はＣｕである、[１３]に記載の熱処理評価方法。
[１５] 前記ウェーハの放置時間は、１２～３６時間である、[１２]～[１４]のいずれか
に記載の熱処理評価方法。
[１６] 前記金属成分の回収は、弗酸、過酸化水素水および水の混合液を用いて行われる
、[１１]～[１５]のいずれかに記載の熱処理評価方法。
[１７] 前記熱処理評価は、半導体ウェーハ製造工程中の熱処理における半導体ウェーハ
に対する金属汚染の有無および／または程度の評価である、[１０]～[１６]のいずれかに
記載の熱処理評価方法。
[１８] [１]～[９]のいずれかに記載の熱処理評価用ウェーハを含む複数の半導体ウェー
ハを加熱炉内で熱処理し、
前記熱処理後、前記熱処理評価用ウェーハの金属汚染の有無および／または程度を評価し
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、
金属汚染が目標値以下であった熱処理評価用ウェーハと同一加熱炉内で熱処理されたウェ
ーハを製品ウェーハとして出荷することを含む、半導体ウェーハの製造方法。
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